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【緒言】Poly-Si ゲート電極のトランジスタは安価に作

製できることから、近年 IoTに使うデバイスとして再注

目されている。そのため、デバイスの性能を決定する

Poly-Si の空乏化の抑制、すなわち不純物の高活性化は

極めて重要である。今回、新しく開発した短時間照射

Flash Lamp Annealing（FLA）による Poly-Siの高活

性化技術[1]について報告する。 

【実験】Asをイオン注入した Poly-Siウエハを用意し、

それぞれに RTA 処理を行った。次に種々のアシスト温

度（Ta）で短時間照射（照射時間＜1.8 ms）FLA、また

1.8 ms照射 FLAを行い不純物の活性化をさせ、シート

抵抗（Rs）を測定した。またキャリア密度を測定するた

めに Hall測定も行った。短時間照射 FLAで活性化した

Poly-Si は 450°C / 30 sの条件で熱処理し、Rsを測定

した。 

【結果】Fig.1は FLA条件で処理した Poly-Siのシート

抵抗とピーク温度（Tp）の関係を示した図である。これ

より、RTA処理のみと比べて FLAを行った方が低いRs

値を示す、すなわち高活性化することが分かった。さら

に、1.8 ms照射 FLAに比べて短時間照射 FLAの方が

低い Tp で高活性化し、また Ta は低いほど高活性化す

ることが分かった。例えば、Ta = 500°C の条件で短時

間照射 FLAを行うと Rs = 345 ohms/sq. と低い値を示

した。また、Fig.2 に示すようにキャリア密度において

も Rsと同様の傾向が見られ、Ta = 500°Cの短時間照射

FLAではキャリア密度が 1.2×1020 cm-3 であった。 

ただし、Fig.3 に示すように Ta = 400°C で短時間照

射 FLA処理を行った Poly-Siは、450°C / 30 sの熱処理

を行うことで Rsが上昇、すなわち不活性化が起こった。

そのため、不活性化しないためには Ta = 500°Cで処理

するのが適していることが分かった。 

【結論】短時間照射 FLA 処理は 1.2×1020 cm-3のキャ

リア密度で Poly-Si を作製できる高活性化技術である。 
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Fig.1 FLA条件におけるシート抵抗 

Fig.2 FLA条件におけるキャリア密度 

Fig.3 450°C / 30 sの熱処理による不活性化 
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